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１．概要（Summary）： 
我々はこれまでに GaAs 基板上 InAs 量子ドット

(QD)の発光波長制御技術の開発を行ってきている。本

課題では、この技術を用いた実用的な近赤外広帯域光

源の作製を目指した。複数の発光中心波長を有する

QD 群を成長した基板に対し、リッジ型光導波路作製

と電極作製を行い、近赤外波長での広帯域な発光を示

す素子作製に成功した。 
２．実験（Experimental）： 
【利用した主な装置】 
・レーザー露光装置 
・化合物ドライエッチング装置 
・12 連電子銃型蒸着装置 
・急速赤外線アニール炉 
【実験方法】 
発光中心波長を制御した複数の量子ドット(QD)層

を含む GaAs 基板を和歌山大の MBE 装置にて作製し、

その基板を NIMS にて加工した。リッジ型導波路構造

を形成し、基板両面に n 型、p 型電極を作製した。リ

ッジ型導波路作製には、レーザー露光装置によるフォ

トリソグラフィーと ICP ドライエッチングによる削

り出しを行った。また、電極作製には、n 極には

AuGe/Ni/Au、p 極には Ti/Pt/Au を蒸着し、蒸着後に

窒素雰囲気で急速アニールを行った。 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 

作製した試料に様々な値で電流を印加し、導波路端

面から出射される EL スペクトルを測定した（図１）。 
波長1100～1300nm程度の広帯域なEL発光が見られ、

注入電流値増加と共に発光強度が増大することが確

認された。この結果から、QD の発光波長制御により、

近赤外波長帯での広帯域発光を示す素子が作製出来

ていることが示された。光干渉断層イメージング用光

源などへの応用が期待される。 

 

図１ 多波長 QD からの近赤外広帯域 EL 発光 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
今回得られた成果をもとに、今後は電極数を増やし

た素子を作製し、我々が提案しているスペクトル形状

制御可能な広帯域光源へと発展させる。 
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